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Jako spinaci prvekifzenych usrriovasich a v ngnicich nagti se zéal nejdive pouzivatyristor,
ktery je nyni k dispozici pro proudgdu kiloampér a n&gi tadu kilovolt. Je pouZzitelny pro
frekvence do stovek hefizBézny tyristor nelze vypnoutjistava otekeny, dokud je nagm nagti
(do piichodu stidavého nagti nulou).

Pro nenice nagti byly vyvinuty tyristory, které lze vypnout impulsem zaporného napti
piivedeného daéidici elektrody. Ozna&uji se zkratkouGTO (Gate Turn Off). B vypinani ale
vznikaji zn&né vykonové ztraty, hrozi zZreni sodastky. Na & navazuji modersi IGCT
(Integrated Gate Commutated Thyristor), které obgattegrovanytidici obvod. Ten musi byt

v tésné blizkosttidiciho prvku. Vypnuti je velmi rychlé, odpadajoptémy s nadgrnym otrevem
pii vypnuti. Lze pouzivat vy3Si spinaci frekvencgolsokastky Ize pouZivat aZz do n#p6 kV

s maximalnim proudem az 6 kA. Pro zvySeni maxinh@miagti se dajiradit do série.

Je teba si ugdomit, Ze pi zapinani nebo vypinani vykonovych polovamliych spinéi nastavéa stav
jejich éastaného oteweni. Fri ném vznikaji velké vykonové ztraty (aZz ¥4 maximalngmnaného
vykonu). Sepnuti nebo rozepnuti musi ghoiout velmi rychle, ,pootaeny” stav nesmi trvale nastat.
Ve stidatich a pulsnich #nic¢ich (spinanych zdrojich) secady pouZzivat nejprveipolarni, pozdji
unipolarni tranzistory . Nevyhodou vykonovychipolarnich tranzistot je maly proudovy
zesilovacicinitel (10 az 20). Vyzaduiji proto velky budici proud dodhdznz komplikuje konstrukci
fidicich obvod. Unipolarni tranzistory (FET — Field Effect Trastzr) s nekongym vstupnim
odporem jsou z tohoto hlediska vyheégi. Jsou pouZitelné zhruba do 1000 V a 1000 Asddtb
souastek vyrobce definuje tzn. bezZpeu zénu. Velky proud a velké ngpnemohou byt na
tranzistoru sotasrg. Vstupni elektroda se chova jako kondenzéator adigguiadu jednotek
nanofarad.

Nevyhody tranzistorovych spit@odstraiuje pon&rné nova spinaci s@astkalGBT (Insulated Gate
Bipolar Tranzistor). Jedna se o bipolarni tranzistzolovanouidici elektrodougili kaskadni spojeni
bipolarniho tranzistoru PNP, jehoZ proud béze jefizen sepnutim vstupniho unipolarniho
tranzistoru.

Spojuje v sob jejich vyhody. Na stranvstupu ma vlastnosti podobné tranzistoru FET -enelny
vstupni odpor. Na vystupni stéama vlastnosti bipolarniho tranzistoru — je dostatg@roudow i
napEtove zatizitelny.

Na sepnutém IGBT je Ubytek ni#pl,5 aZz 4 V dle typu a dle protékajiciho proudu.

Se zvysujici se teplotou tento Ubytekiasta. Proto je Izéadit paraleld za &elem zvySeni
maximalniho pracovniho proudu, podéiako tranzistory FET.

Protizeni IGBT se vyral)i specialni budie, které zajifuji dosazeni maximalni rychlosti sepnuti.
Rychlost sepnuti je velk&adow desetiny mikrosekundy. Ma na ni vliv hlavnabijeni a vybijeni
kapacitytidici elektrody. V budiich IGBT se tvaruje fib¢h nagti tidici elektrody, spinaci néfp se
na z&atku spinacihodle zvySuje, aby se tato kapacita rychleji nabilgciRost vypinani je nizsi nez
rychlost zapinani.

Bezpe&na pracovni oblast IGBT v stadnicich nagti - proud je dana tepelnymi ztratami. ZmenSuje se
s rostouci spinaci frekvenciti Bpinani naistaji vykonové ztraty. Je geba utité doby k odvedeni
tepla. Tim je omezena maximalni spinaci frekvel@BT se pouziva hlawnv oblasti stidatt
nizkého nagti, zvySuje se postupn jeho maximalni proud a n&gp.
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Obrazek: a/ Vnimni zapojeni, b/ schématicka zka, ¢/ VA charakteristika IGBT, d/ pracovni oblast
polovodiovych spiné:i
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